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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月18日(2014.9.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワード線と、
　ビット線と、
　トランジスタと第１の容量素子とを有するメモリセルと、
　第２の容量素子と、
　増幅回路と、を有し、
　前記トランジスタは、ゲート電極が前記ワードと電気的に接続され、ソース電極又はド
レイン電極の一方が前記ビット線と電気的に接続され、
　前記トランジスタは、酸化物半導体を有し、
　前記第１の容量素子の一方の電極は、前記トランジスタの前記ソース電極又は前記ドレ
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イン電極の他方と電気的に接続され、
　前記第１の容量素子の他方の電極は、前記第２の容量素子の一方の電極と電気的に接続
され、
　前記第１の容量素子の他方の電極は、前記増幅回路と電気的に接続されていることを特
徴とする記憶装置。
【請求項２】
　ワード線と、
　第１乃至第ｎのビット線と、
　第１乃至第ｎのトランジスタと第１乃至第ｎの容量素子とを有する第１乃至第ｎのメモ
リセルと、
　第ｎ＋１の容量素子と、
　増幅回路と、を有し、
　前記第１乃至前記第ｎの各トランジスタは、ゲート電極が前記ワード線と電気的に接続
され、ソース電極又はドレイン電極の一方が前記第１乃至前記第ｎのビット線のいずれか
と電気的に接続され、
　前記第１乃至前記第ｎの各トランジスタは、酸化物半導体を有し、
　前記第１乃至前記第ｎの容量素子の一方の電極は、前記第１乃至前記第ｎのトランジス
タのいずれかの前記ソース電極又はドレイン電極の他方と電気的に接続され、
　前記第１乃至前記第ｎの容量素子の他方の電極は、前記第ｎ＋１の容量素子の一方の電
極と電気的に接続され、
　前記第１乃至前記第ｎの容量素子の他方の電極は、前記増幅回路と電気的に接続されて
いることを特徴とする記憶装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第１乃至前記第ｎの容量素子は、それぞれ異なる容量値を有することを特徴とする
記憶装置。
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